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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された多数のゲート配線と、
　前記多数のゲート配線上に形成されるゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画素領域を
定義する多数のデータ配線と、
　前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各画素領域に形成される薄膜トランジス
タと、
　板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トランジスタの一部に連結される画素電極と、
　前記画素電極と前記薄膜トランジスタとの上部に形成される第１保護層と、
　前記第１保護層上に形成されて、各画素領域内のバー状の多数の第１開口部及び前記薄
膜トランジスタに対応する第２開口部を有する共通電極とを含み、
　前記多数の第１開口部の各々は、前記データ配線に平行な長軸と前記ゲート配線に平行
な短軸とを有し、前記各第１開口部の中央部は、前記画素電極と重なって、前記各第１開
口部の長軸の短側面の少なくとも一端は、前記画素電極の外側へと突出され、前記多数の
第１開口部のうち、画素領域の最外角に位置する開口部の短軸の長側面の一端は、前記画
素電極の外側へと突出され、
　前記ゲート絶縁膜と前記画素電極との間に位置して、前記薄膜トランジスタの一部を露
出させるコンタクトホールを有する第２保護層をさらに含み、前記第２保護層上の前記画
素電極は、前記コンタクトホールを通じて前記薄膜トランジスタの一部に連結されること
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を特徴とするフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項２】
　一つの画素領域内の前記画素電極に対応する前記第１開口部は、前記データ配線に沿っ
て、前記一つの画素領域に隣接する他の画素領域内の画素電極まで延びることを特徴とす
る請求項１に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、フリンジフィールド効果を有して回位の発生を
抑制し、開口率及び透過率を向上させるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表
示装置用アレイ基板及びこれを含むフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置は、液晶物質の光学的異方性と分極性質を利用して駆動する。
液晶は、分子構造が細長く、配列に方向性を有しており、人為的に液晶に電場を印加して
分子配列の方向を制御する。
　従って、液晶分子の配列方向を人為的に調節すると、液晶分子の配列が変化し、光学的
異方性によって液晶分子の配列方向に光が屈折して画像情報を表現する。
【０００３】
　現在は、薄膜トランジスタと薄膜トランジスタに連結された画素電極が行列方式で配列
される能動行列の液晶表示装置（(AM-LCD；Active Matrix LCD)　以下、「液晶表示装置
」に略称する。)が、解像度及び動画の具現能力に優れており最も注目されている。
【０００４】
　また、液晶表示装置は、共通電極が形成されたカラーフィルター基板と画素電極が形成
されたアレイ基板と、二つの基板の間に充填された液晶とで構成されて、このような液晶
表示装置は、共通電極と画素電極との間の上下に印加される垂直電場によって駆動させる
方式であって、透過率と開口率などの特性が優れている。
　ところが、上下に印加される電場による液晶駆動は、視野角の特性が優れてない短所が
ある。
　従って、このような短所を克服するために、視野角の特性が優れる横電界型の液晶表示
装置が提案された。
【０００５】
　以下、図１を参照して、一般的な横電界型の液晶表示装置を詳しく説明する。
　図１は、一般的な横電界型の液晶表示装置の断面を示した図である。
　図１に示したように、カラーフィルター基板である上部基板９とアレイ基板である下部
基板１０が相互に離隔され向かい合っており、上部基板９及び下部基板１０間には、液晶
層１１が介されている。
　下部基板１０上には、共通電極１７と画素電極３０が同一平面上に形成されており、こ
の時、液晶層１１は、共通電極１７と画素電極３０による水平電界Ｌによって作動する。
【０００６】
　図２Ａと図２Ｂは、一般的な横電界型の液晶表示装置のオン(on)、オフ(off)動作を各
々示した断面図である。
　図２Ａに示したように、液晶表示装置に電圧が印加されるオン(on)状態であって、共通
電極１７及び画素電極３０に対応する位置の液晶１１ａの相変移はないが、共通電極１７
と画素電極３０との間の区間に位置する液晶１１ｂは、共通電極１７と画素電極３０との
間に電圧が印加され形成される水平電界Ｌによって、水平電界Ｌと同一な方向に配列され
る。すなわち、横電界型の液晶表示装置は、液晶が水平電界によって移動するので、視野
角が広い特性がある。　従って、横電界型の液晶表示装置を正面から見た時、上/下/右/
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左に約８０～８５度方向でも反転現象なしで見ることができる。
【０００７】
　図２Ｂに示したように、液晶表示装置に電圧が印加されないオフ(off)状態であって、
共通電極と画素電極との間に水平電界が形成されないので、液晶層１１の配列状態が変わ
らない。
　ところが、このような横電界型の液晶表示装置は、視野角を向上させる長所があるが、
開口率及び透過率が低い短所もある。
　従って、このような横電界型の液晶表示装置の短所を改善するために、フリンジフィー
ルド(Fringe field)によって液晶が動作することを特徴とするフリンジフィールドスイッ
チングモードの液晶表示装置(fringe field switching mode LCD)が提案された。
【０００８】
　図３は、従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置のアレイ基板の
平面図である。
　図３に示したように、一方向に多数のゲート配線４３が延長して構成されており、この
ような多数のゲート配線４３と交差して多数の画素領域Ｐを定義して多数のデータ配線５
１が構成されている。
【０００９】
　また、多数の画素領域Ｐの各々には、データ配線５１及びゲート配線４３に連結されて
、ゲート電極４５とゲート絶縁膜(図示せず)と半導体層(図示せず)とソース電極５５及び
ドレイン電極５８とを含むスイッチング素子である薄膜トランジスタＴｒが形成される。
　各画素領域Ｐには、ドレインコンタクトホール５９を通じて薄膜トランジスタＴｒのド
レイン電極５８と電気的に連結されて、多数のバー(bar)状の開口部ｏｐを有するバー状
の画素電極６０が形成される。
　また、多数の画素領域Ｐが形成された表示領域全面には、各画素領域Ｐに対応して板状
の画素電極６０と重なって共通電極７５が形成される。この時、共通電極７５は、表示領
域全面に形成されるが、一つの画素領域に対応する部分を点線で示している。
【００１０】
　このような構成のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板
４１は、各画素領域Ｐに多数のバー状の開口部ｏｐを有する画素電極６０と共通電極７５
に電圧が印加されることによってフリンジフィールドが形成される。
【００１１】
　ところが、前述した構成の従来のフリンジフィールドスイッチング液晶表示装置用アレ
イ基板４１は、共通電極７５に対応して多数のバー状の開口部ｏｐを有する画素電極６０
、特に、多数の開口部ｏｐが完全に重なって形成されている。この場合、画素電極６０と
共通電極７５の形態上、開口部ｏｐの長軸の両端では電界が一定な一方向に形成されずに
、液晶分子が相互に異なる方向に動く境界部、すなわち、回位領域(ＤＡ；disclination 
area)が発生する。このような回位領域ＤＡは、液晶表示装置が完全なオン(on)状態で光
を透過させなくなって、図４(従来のフリンジフィールド液晶表示装置の開口部の一端に
対するオン(on)状態での写真)に示したように、周辺に比べて不規則的に暗く表示される
。
　このような回位領域ＤＡが発生する部分は、光が正常に透過しなくなり、実質的な透過
率を低下させて、さらに、表示品質を低下させる要因になる。
【００１２】
　図５は、従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置の平面図である
。
　図５に示したように、従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置４
０は、第１基板４２と第２基板(図示せず)、二つの基板(４２、図示せず)間に介された液
晶層(図示せず)で構成されている。
　第１基板４２には、一方向に多数のゲート配線４４が延長して構成されており、このよ
うな多数のゲート配線４４と交差して多数の画素領域Ｐを定義して多数のデータ配線５２
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が構成されている。
【００１３】
　また、多数の画素領域Ｐの各々には、データ配線５２及びゲート配線４４に連結されて
、ゲート電極４６とゲート絶縁膜(図示せず)と半導体層(図示せず)とソース電極５６及び
ドレイン電極５９とを含むスイッチング素子である薄膜トランジスタＴｒが形成される。
【００１４】
　各画素領域Ｐには、薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極５９と電気的に連結されて、
多数のバー状の開口部ｏｐを有するバー状の画素電極６１が形成される。この時、板状の
画素電極６１は、各画素領域Ｐの内側に、すなわち、各画素領域Ｐを定義するゲート配線
４４及びデータ配線５２と重ならず、ゲート配線４４及びデータ配線５２から所定の幅離
隔して形成される。このように、画素電極６１をゲート配線４４及びデータ配線５２と重
ならないように形成する理由は、ゲート絶縁膜(図示せず)を間に画素電極６１と、ゲート
配線４４またはデータ配線５２と重なる場合、寄生容量などが発生して、これは、各層間
のカップルリングによって画素電極６１と共通電極７６との間の電界歪曲が誘発される可
能性があるので、これを防ぐためである。
【００１５】
　また、多数の画素領域Ｐが形成された表示領域全面には、各画素領域Ｐに対応して板状
の画素電極６１と重なって共通電極７６が形成される。この時、共通電極７６は、表示領
域全面に形成されるが、一つの画素領域Ｐに対応する部分を点線で示している。
【００１６】
　このような構成のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置の第１基板４
２は、各画素領域Ｐに多数のバー状の開口部ｏｐを有する画素電極６１と共通電極７６に
電圧が印加されることによってフリンジフィールドが形成される。
【００１７】
　前述したように、ゲート配線４４、データ配線５２、薄膜トランジスタＴｒ、画素電極
６１、共通電極７６などが形成されている第１基板４２をアレイ基板とする。
【００１８】
　また、前述した構造のアレイ基板に対応して、これと向い合う第２基板(図示せず)には
、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂのカラーフィルターパターンを含むカラーフィルター層(図示
せず)が形成されており、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂのカラーフィルターパターンは、各画
素領域Ｐに対応して順に交互する。各画素領域Ｐの境界になるゲート配線４４及びデータ
配線５２と薄膜トランジスタＴｒに対応してブラックマトリックス８５が形成されている
。
　このようにカラーフィルター層とブラックマトリックス８５などが形成されている第２
基板をカラーフィルター基板とする。
【００１９】
　ところが、前述した構成の従来のフリンジフィールドスイッチング液晶表示装置４０に
おいて、アレイ基板４２は、共通電極７６に対応して多数のバー状の開口部ｏｐを有する
画素電極６１、特に、多数の開口部ｏｐが完全に重なって形成されている。この場合、画
素電極６１と共通電極７６の形態上、開口部ｏｐの長軸の両端では、電界が一定な一方向
に形成されなくなって、液晶分子(図示せず)が相互に異なる方向に動く境界部、すなわち
、回位領域ＤＡが発生する。このような回位領域ＤＡは、液晶表示装置が完全なオン(on)
状態で光を透過させなくなって、周辺に比べて不規則的に暗く表示される。
【００２０】
　このような回位領域ＤＡが発生する部分では、光が正常に透過しなくなって、表示品位
が低下される。従って、回位が発生する部分に対応して、ゲート配線４４に対応して形成
されたブラックマトリックス８５をさらに拡張し、すなわち、その幅をさらに広くしてカ
ラーフィルター基板(図示せず)に構成することによって、回位が発生する部分から出射す
る光を遮断させている。
【００２１】
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　ところが、このように、回位が発生する部分に対応してブラックマトリックス８５を構
成する場合、一つの画素領域Ｐ内で正常な光が透過する領域、すなわち、開口率が低下さ
れて、さらに、光の実質的な透過率が低下される問題が発生する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明は、このような従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用
アレイ基板の問題を解決するために案出されており、回位発生領域を最小化したりまたは
その発生を抑制したりすることによって透過率を向上させて、さらに、高品位の画像を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は、前述
したような目的を達成するために、基板上に形成された多数のゲート配線と、前記多数の
ゲート配線上に形成されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記多数
のゲート配線と交差して多数の画素領域を定義する多数のデータ配線と、前記ゲート配線
及びデータ配線に連結されて、各画素領域に形成される薄膜トランジスタと、板状で各画
素領域に位置して、前記薄膜トランジスタの一部に連結される画素電極と、前記画素電極
と前記薄膜トランジスタの上部に形成される第１保護層と、前記第１保護層上に形成され
て、各画素領域に対応してバー状の多数の開口部を有する共通電極とを含み、前記多数の
開口部各々は、前記データ配線に平行な長軸と前記ゲート配線に平行な短軸を有し、前記
各開口部の中央部は、前記画素電極と重なって、前記各開口部の長軸の短側面の少なくと
も一端は、前記画素電極の外側へと突出されることを特徴とする。
【００２４】
　ここで、前記多数の開口部のうち、画素領域の最外角に位置する開口部の短軸の一端は
、前記画素電極の外側へと突出される。
【００２５】
　前記画素電極は、前記ゲート絶縁膜と直接接触して形成されて、前記薄膜トランジスタ
のドレイン電極と直接接触する。
【００２６】
　前記ゲート絶縁膜と前記画素電極間に位置して、前記薄膜トランジスタの一部を露出さ
せるコンタクトホールを有する第２保護層をさらに含み、前記第２保護層上の前記画素電
極は、前記コンタクトホールを通じて前記薄膜トランジスタの一部に連結される。
【００２７】
　前記多数の開口部各々は、前記データ配線各々に沿って隣接する多数の画素電極を横切
る。
【００２８】
　前記共通電極は、前記薄膜トランジスタに対応する別途の開口部をさらに含む。
【００２９】
　また、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は
、基板上に形成された多数のゲート配線と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲート
絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画
素領域を定義する多数のデータ配線と、前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各
画素領域に形成される薄膜トランジスタと、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トラ
ンジスタの一部に連結される画素電極と、前記画素電極と前記薄膜トランジスタの上部に
形成される保護層と、前記保護層上に形成されて、各画素領域に対応してバー状の多数の
開口部を有する共通電極とを含み、前記多数の開口部各々は、前記データ配線に平行な長
軸と前記ゲート配線に平行な短軸を有し、前記各開口部の中央部は、前記画素電極と重な
って、前記多数の開口部のうち、画素領域の最外角に位置する開口部の短軸の一端は、前
記画素電極の外側へと突出されることを特徴とする。
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【００３０】
　さらに、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板
は、基板上に形成された多数のゲート配線と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲー
ト絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記多数のゲート配線と交差して多数の
画素領域を定義する多数のデータ配線と、前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、
各画素領域に形成される薄膜トランジスタと、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜ト
ランジスタの一部に連結されて前記ゲート配線の一部と重なる画素電極と、前記画素電極
と前記薄膜トランジスタの上部に形成される保護層と、前記保護層上に形成されて、各画
素領域に対応してバー状の多数の開口部を有する共通電極とを含み、前記多数の開口部各
々は、前記データ配線に平行な長軸と前記ゲート配線に平行な短軸を有して、前記各開口
部の長軸の短側面の少なくとも一端は、前記ゲート配線と前記画素電極とが重なった部分
とさらに重なることを特徴とする。
【００３１】
　ここで、前記ゲート配線と前記画素電極が重なった部分は、前記ゲート配線の幅より小
さい幅である。
【００３２】
　また、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は
、基板上に形成された多数のゲート配線と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲート
絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画
素領域を定義する多数のデータ配線と、前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各
画素領域に形成される薄膜トランジスタと、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トラ
ンジスタの一部に連結されて前記ゲート配線の一部と重なる画素電極と、前記画素電極と
前記薄膜トランジスタの上部に形成される保護層と、前記保護層上に形成されて、各画素
領域に対応してバー状の多数の開口部を有する共通電極とを含み、前記多数の開口部各々
は、前記データ配線各々に沿って隣接する多数の画素電極を横切ることを特徴とする。
【００３３】
　さらに、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板
は、相互に向かい合う第１及び第２基板と、前記第１基板上に形成された多数のゲート配
線と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成
されて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画素領域を定義する多数のデータ配線と
、前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各画素領域に形成される薄膜トランジス
タと、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トランジスタの一部に連結される画素電極
と、前記画素電極と前記薄膜トランジスタの上部に形成される保護層と、前記保護層上に
形成されて、各画素領域に対応してバー状の多数の開口部を有する共通電極と、前記第２
基板上に形成されて、前記画素領域各々を取り囲むブラックマトリックスと、前記第２基
板上に形成されて、前記各画素領域に対応するカラーフィルター層と、前記第１及び第２
基板間に位置する液晶層とを含み、前記多数の開口部各々は、前記データ配線に平行な長
軸と前記ゲート配線に平行な短軸を有し、前記各開口部の中央部は、前記画素電極と重な
って、前記各開口部の長軸の短側面の少なくとも一端は、前記画素電極の外側へと突出さ
れることを特徴とする。
【００３４】
　ここで、前記多数の開口部各々は、前記データ配線各々に沿って隣接する多数の画素電
極を横切る。
【００３５】
　また、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は
、相互に向かい合う第１及び第２基板と、前記第１基板上に形成された多数のゲート配線
と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成さ
れて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画素領域を定義する多数のデータ配線と、
前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各画素領域に形成される薄膜トランジスタ
と、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トランジスタの一部に連結される画素電極と
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、前記画素電極と前記薄膜トランジスタの上部に形成される保護層と、前記保護層上に形
成されて、各画素領域に対応してバー状の多数の開口部を有する共通電極と、前記第２基
板上に形成されて、前記画素領域各々を取り囲むブラックマトリックスと、前記第２基板
上に形成されて、前記各画素領域に対応するカラーフィルター層と、前記第１及び第２基
板間に位置する液晶層とを含み、前記多数の開口部各々は、前記データ配線に平行な長軸
と前記ゲート配線に平行な短軸を有し、前記各開口部の中央部は、前記画素電極と重なっ
て、前記多数の開口部のうち、画素領域の最外角に位置する開口部の短軸の一端は、前記
画素電極の外側へと突出されることを特徴とする。
【００３６】
　さらに、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板
は、相互に向かい合う第１及び第２基板と、前記第１基板上に形成された多数のゲート配
線と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成
されて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画素領域を定義する多数のデータ配線と
、前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各画素領域に形成される薄膜トランジス
タと、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トランジスタの一部に連結されて前記ゲー
ト配線の一部と重なる画素電極と、前記画素電極と前記薄膜トランジスタの上部に形成さ
れる保護層と、前記保護層上に形成されて、各画素領域に対応してバー状の多数の開口部
を有する共通電極と、前記第２基板上に形成されて、前記ゲート配線を除いた前記データ
配線と前記薄膜トランジスタに対応するブラックマトリックスと、前記第２基板上に形成
されて、前記各画素領域に対応するカラーフィルター層と、前記第１及び第２基板間に位
置する液晶層とを含み、前記多数の開口部各々は、前記データ配線に平行な長軸と前記ゲ
ート配線に平行な短軸とを有して、前記各開口部の長軸の短側面の少なくとも一端は、前
記ゲート配線と前記画素電極が重なった部分とさらに重なることを特徴とする。
【００３７】
　ここで、前記ゲート配線と前記画素電極が重なった部分は、前記ゲート配線の幅より小
さい幅である。
【００３８】
　前記共通電極は、前記薄膜トランジスタに対応する別途の開口部をさらに含む。
【００３９】
　また、本発明のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は
、相互に向かい合う第１及び第２基板と、前記第１基板上に形成された多数のゲート配線
と、前記多数のゲート配線上に形成されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成さ
れて、前記多数のゲート配線と交差して多数の画素領域を定義する多数のデータ配線と、
前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、各画素領域に形成される薄膜トランジスタ
と、板状で各画素領域に位置して、前記薄膜トランジスタの一部に連結されて前記ゲート
配線の一部と重なる画素電極と、前記画素電極と前記薄膜トランジスタの上部に形成され
る保護層と、前記保護層上に形成されて、各画素領域に対応してバー状の多数の開口部を
有する共通電極と、前記第２基板上に形成されて、前記ゲート配線を除いた前記データ配
線と前記薄膜トランジスタに対応するブラックマトリックスと、前記第２基板上に形成さ
れて、前記各画素領域に対応するカラーフィルター層と、前記第１及び第２基板間に位置
する液晶層とを含み、前記多数の開口部各々は、前記データ配線各々に沿って隣接する多
数の画素電極を横切ることを特徴とする。
【００４０】
　ここで、前記共通電極は、前記薄膜トランジスタに対応する別途の開口部をさらに含む
。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は、
バー状の開口部の両一端で回位発生が抑制されるため、透過率を向上させて、さらに、開
口率を向上させる。
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　また、開口部の両一端で回位発生が抑制されることによって、高品位の画像を提供する
。
　ゲート配線とバー状の開口部の一端の間の領域を遮るためのブラックマトリックスが省
略できるため、透過率及び開口率がさらに向上する。
　また、画素電極を前段のゲート配線と所定の幅重なるように形成するため、電界発生領
域をさらに拡張させて、より向上した開口率を得ることができる。
【００４２】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施例を説明する。
【００４３】
［第１実施例］
　図６は、本発明の第１実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示
装置用アレイ基板の一つの平面図であって、図７は、図６をＶＩ－ＶＩ線に沿って切断し
た部分の断面図である。
　また、図８は、図６をＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って切断した部分の断面図であって、図９
は、図６をＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿って切断した部分の断面図である。
【００４４】
　説明の便宜上、多数の画素領域が形成される領域を表示領域、表示領域の外側のパッド
部を含む領域を非表示領域で定義する。また、画素領域において、スイッチング素子であ
る薄膜トランジスタが形成される部分をスイッチング領域で定義する。
【００４５】
　図６を参照して本発明の第１実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液
晶表示装置用アレイ基板の平面形態を説明する。
　図６に示したように、第１方向に延長してゲート配線１０５が構成されており、第２方
向に延長してゲート配線１０５と交差して画素領域Ｐを定義するデータ配線１３０が構成
されている。
【００４６】
　画素領域Ｐには、ゲート配線１０５及びデータ配線１３０に連結されて、ゲート電極１
０８と、ゲート絶縁膜(図示せず)と、純粋非晶質シリコンのアクティブ層(図示せず)と、
不純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト層(図示せず)で構成される半導体層(図示
せず)と、相互に離隔するソース電極１３３及びドレイン電極１３６とを含む薄膜トラン
ジスタＴｒが形成されている。この時、図面において、一つの画素領域Ｐの開口率をさら
に向上させるために、薄膜トランジスタＴｒは、ゲート配線１０５上に形成してゲート配
線１０５自体をゲート電極１０８として構成しているが、これは一例であって、ゲート電
極１０８は、ゲート配線１０５から分岐して形成される。
【００４７】
　本発明の特徴的な部分として、画素領域Ｐの内部には、板状の画素電極１５５がドレイ
ンコンタクトホール１５０を通じて薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極１３６と接触し
て形成される。また、多数の画素領域Ｐを含む表示領域全面には、多数のバー状の開口部
ｏｐを有する共通電極１７０が形成される。多数のバー状の開口部ｏｐは、板状の画素電
極１５５に対応する。この時、共通電極１７０は、表示領域全面に形成されて、図６では
、説明の便宜上、一つの画素領域を点線で、図面符号１７０で示している。
【００４８】
　本発明の特徴的な構成で画素領域Ｐ内に形成された板状の画素電極１５５に対応して形
成される多数のバー状の開口部ｏｐのその長軸の両端の所定の幅は、画素電極１５５の外
側に形成されている。すなわち、共通電極１７０内に形成された多数のバー状の開口部ｏ
ｐは、その各々の開口部ｏｐの長軸の長さが画素電極１５５の長軸の長さよりさらに大き
く形成されることによって画素電極１５５の外側に形成される。
  このような構成のために、多数のバー状の開口部ｏｐは、基板１０１全面に形成される
共通電極１７０に対してのみ構成される。
【００４９】
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　前述した構成によって、多数の各開口部ｏｐの長軸の両端においての短側面には、電界
が形成されなかったりまたは非常に微弱だったりして、この部分に位置する液晶分子は、
開口部の長側面による電界に影響を受けるため、一定な方向に動いて正常に駆動する。
　従って、従来のような回位は発生することなく、または、回位発生部がゲート配線１０
５と重なる部分に形成されたりして自然に回位発生部分が遮られ、開口率を向上させると
同時に透過率も向上させる。
【００５０】
　図１０は、本発明の第１実施例の第１変形例によるフリンジフィールドスイッチングモ
ードの液晶表示装置用アレイ基板の平面図である。(第１実施例と同一な構成要素には、
同一な図面符号で示している。)
　図１０に示したように、表示領域全体に形成された共通電極１７０内に形成された多数
の開口部ｏｐは、データ配線１３０の延長方向に隣接する画素領域Ｐの間には、相互に連
結された構造で形成される場合もある。すなわち、共通電極１７０内に形成された多数の
開口部ｏｐは、表示領域全体において画素領域Ｐの区分なしにストライプ状でデータ配線
１３０と並んで形成される場合もある。
【００５１】
　この場合、第１実施例と同一な効果がある。すなわち、第１実施例の変形例による構成
において、表示領域内の最外角に位置する画素領域(図示せず)を除いては開口部の長軸の
両端が存在しない。
【００５２】
　従って、最外角の画素領域(図示せず)を除いた各画素領域Ｐの内部には、多数の各開口
部ｏｐの長軸の両端の短側面が存在しないので、両端の短側面による電界が全く形成され
ない。従って、この部分に位置する液晶分子は、開口部ｏｐの長側面による電界に影響を
受けるため、一定な方向に動かされ正常に駆動して、回位は発生しない。この時、表示領
域の最外角に位置する画素領域(図示せず)に対しては、第１実施例のように、ストライプ
状の開口部の長軸の両端をその画素電極の一端の外側に位置させて形成することによって
、回位発生を最小化したり抑制したりする。
【００５３】
　以下、図７、図８及び図９を参照して本発明の第１実施例によるフリンジフィールドス
イッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板の断面構造を説明する。第１実施例の変形
例の場合、ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿って切断した断面構造のみが異なるのであって、そ
れ以外の断面構造は、第１実施例と同一であるため、相違点がある部分を簡単に説明する
。
【００５４】
　図７、図８及び図９に示したように、本発明の第１実施例によるフリンジフィールドス
イッチングモードの液晶表示装置用アレイ基板は、透明な絶縁基板１０１上に低抵抗特性
のある金属物質、例えば、アルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、銅Ｃｕ、銅合
金、クロムＣｒ、モリブデンＭｏのうちから選択される一つの金属物質で、第１方向に延
長するゲート配線１０５と、これに連結されスイッチング領域ＴｒＡにゲート電極１０８
が形成されている。
【００５５】
　尚、図面は、ゲート配線１０５とゲート電極１０８が単一層構造である一例を示してい
るが、二重層構造で形成される場合もある。二重層構造の場合、望ましくは、下部層は、
低抵抗の金属物質であるアルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、銅Ｃｕ、銅合金
のうちから選択される一つの金属物質で構成されて、上部層は、モリブデンＭｏで構成さ
れる。
【００５６】
　また、ゲート配線１０５及びゲート電極１０８上に、基板１０１全面に無機絶縁物質、
例えば、酸化シリコンＳｉＯ２または窒化シリコンＳｉＮＸでゲート絶縁膜１１５が形成
されている。
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【００５７】
　ゲート絶縁膜１１５上に、スイッチング領域ＴｒＡにゲート電極１０８に対応して純粋
非晶質シリコンのアクティブ層１２０ａと不純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト
層１２０ｂを含む半導体層１２０が形成されており、半導体層１２０の上部に、相互に離
隔してソース電極１３３及びドレイン電極１３６が形成されている。この時、相互に離隔
するソース電極１３３及びドレイン電極１３６間で、アクティブ層１２０ａが露出される
。
【００５８】
　また、ゲート絶縁膜１１５の上部には、ゲート配線１０５と交差して画素領域Ｐを定義
するデータ配線１３０が第２方向に延長して形成されている。この時、薄膜トランジスタ
Ｔｒのソース電極１３３は、データ配線１３０に連結される。
【００５９】
　データ配線１３０とゲート絶縁膜１１５との間には、半導体層１２０を構成している同
一な半導体物質で二重層構造の半導体パターン１２１(１２１ａ、１２１ｂ)がさらに形成
されている。このような半導体パターン１２１は、製造方法に基づいており、データ配線
１３０の下部に形成されたりまたは省略されたりする。すなわち、半導体層１２０と、デ
ータ配線１３０とソース電極１３３及びドレイン電極１３６を１回のマスク工程によって
同時に形成する場合は、データ配線１３０の下部に二重層構造の半導体パターン１２１が
形成される。一方、半導体層１２０と、データ配線１３０とソース電極１３３及びドレイ
ン電極１３６を相互に異なるマスク工程、すなわち、２回のマスク工程によって各々形成
する場合は、データ配線１３０の下部に半導体パターンが形成されない。
【００６０】
　また、データ配線１３０と、薄膜トランジスタＴｒを覆って無機絶縁物質、例えば、酸
化シリコンＳｉＯ２または窒化シリコンＳｉＮＸのうちから選択される一つまたは有機絶
縁物質、例えば、ベンゾシクロブテンＢＣＢまたはフォトアクリル(photo acryl)で、基
板１０１全面に第１保護層１４０が形成される。
【００６１】
　図面では、無機絶縁物質で形成され、その下部の構成要素の段差を反映して形成された
状態を示しているが、有機絶縁物質で形成される場合、その表面が平坦な状態になる。こ
の時、第１保護層１４０は、薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極１３６の一部を露出さ
せるドレインコンタクトホール１５０を備える。
【００６２】
　ドレインコンタクトホール１５０を備えた第１保護層１４０上に、画素領域Ｐ毎に透明
導電性物質、例えば、インジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクー
オキサイドＩＺＯでドレインコンタクトホール１５０を通じてドレイン電極１３６と接触
して板状の画素電極１５５が形成される。
【００６３】
　尚、画素電極１５５は、薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極１３６と直接接触して、
ゲート絶縁膜１１５上に、これと接触するように形成して、ドレインコンタクトホール１
５０を有する第１保護層１４０は、省略される。
【００６４】
　また、画素電極１５５上に、無機絶縁物質または有機絶縁物質で、基板１０１全面に第
２保護層１６０が形成されており、第２保護層１６０上に、画素領域Ｐで構成される表示
領域全面に、透明導電性物質で構成される板状の共通電極１７０が形成されている。この
時、共通電極１７０は、各画素領域Ｐに形成された各画素電極１５５に対して画素電極１
５５の長軸の長さよりさらに長い多数のバー状の開口部ｏｐがデータ配線１３０と並んで
形成されることを特徴とする。すなわち、多数のバー状の開口部ｏｐは、各画素領域Ｐ内
で一定間隔離隔して、その長軸の両端は、画素電極１５５の外側に形成される。
【００６５】
　第１実施例の変形例の場合、共通電極１７０内の多数の開口部ｏｐは、データ配線１３
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０が延長した方向に、相互に隣接する画素領域Ｐの間には連結され、すなわち、表示領域
全体に対してストライプ状で形成される。従って、第１実施例の変形例の場合、図８にお
いては、共通電極１７０が存在しない。
【００６６】
　この場合、多数の開口部ｏｐは、表示領域の最外角に位置する画素領域(図示せず)に対
してのみその長軸の一端が存在するので、この最外角の画素領域(図示せず)に対しては、
その開口部ｏｐの一端を画素電極１５５の外側に位置させて形成する。
【００６７】
　第１実施例の場合、図面においては、各画素領域Ｐに共通電極内にバー状の３個の開口
部ｏｐが相互に同一な間隔に離隔して構成するように示されているが、効率的なフリンジ
フィールドの形成のために、各画素領域Ｐに対応する開口部ｏｐは、２個ないし１０個程
度の範囲内で適当な個数に形成されるものとする。このような開口部の個数は、第１実施
例の変形例に対しても同様に適用されるものである。
【００６８】
表示領域の外側の非表示領域には、ゲート配線１０５及びデータ配線１３０の一端が位置
するゲート及びデータパッド部(図示せず)が構成されている。ゲート及びデータパッド部
(図示せず)には、ゲート配線１０５及びデータ配線１３０に各々連結されたゲートパッド
電極(図示せず)及びデータパッド電極(図示せず)が形成されており、共通電極１７０に共
通電圧を印加するために、共通電極１７０に連結された共通パッド電極(図示せず)が形成
されている。
【００６９】
　この時、ゲートパッド電極(図示せず)に対応する部分には、この上部に形成されたゲー
ト絶縁膜１１５及び第１保護層１４０と第２保護層１６０が除去されゲートパッドコンタ
クトホール(図示せず)を備えることによってゲートパッド電極(図示せず)が露出されてお
り、データパッド電極(図示せず)に対応する部分には、この上部に形成された第１保護層
１４０と第２保護層１６０が除去されデータパッドコンタクトホール(図示せず)を備える
ことによってデータパッド電極(図示せず)が露出されている。
【００７０】
　また、ゲート及びデータパッド部(図示せず)においては、第２保護層１６０上にゲート
及びデータパッド電極(図示せず)と各々ゲート及びデータパッドコンタクトホール(図示
せず)を通じて接触してゲート補助パッド電極(図示せず)及びデータ補助パッド電極(図示
せず)が共通電極１７０を構成する同一な物質である透明導電性物質で形成されている。
【００７１】
　また、共通パッド電極(図示せず)は、ゲートパッド部(図示せず)またはデータパッド部
(図示せず)のいずれかのパッド部に位置して、表示領域に形成された共通電極１７０が配
線形態で延長して形成されている。
　図面には示してないが、前述した構成のアレイ基板は、ブラックマトリックスとカラー
フィルター層が形成されているカラーフィルター基板と、その間に液晶層が介された状態
で合着されフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置を構成する。
【００７２】
［第２実施例］
　本発明の第２実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用ア
レイ基板の場合、共通電極に形成された多数のバー状の開口部ｏｐと、これに対応する画
素電極の位置関係のみが異なるのであって、それ以外の構成は上記第１実施例で述べた構
成と同様であるため、相違点がある部分を説明する。この時、第１実施例と同一な構成要
素に対しては、１００を加えた図面符号で示している。
【００７３】
　図１１は、本発明の第２実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表
示装置用アレイ基板の平面図である。
　図１１に示したように、第１実施例と異なる構成は、画素電極２５５と共通電極２７０
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内に形成された開口部ｏｐ１、ｏｐ２にある。
【００７４】
　第１実施例の場合、板状の画素電極１５５に対応する共通電極１７０内に形成された多
数の開口部ｏｐの長軸の両端のみが画素電極１５５の外側に構成されているが、本発明の
第２実施例の場合、多数の開口部ｏｐ１、ｏｐ２の長軸の両端のみならず、多数の開口部
ｏｐ１、ｏｐ２のうちの画素領域Ｐの最外角に各々位置する開口部ｏｐ１の短軸の長側面
の一端まで画素電極２５５の外側に形成されている。
【００７５】
　このように画素領域Ｐ内の最外角に位置する２個の開口部ｏｐ１各々の短軸の長側面の
一端までも画素電極２５５の外側に形成した理由は、最外角の開口部ｏｐ１に対してはフ
リンジフィールドによる電界が画素領域Ｐの中央部を向いて一方向のみに形成させるため
である。
　従って、画素領域Ｐの最外角に位置する各開口部ｏｐ１は、フリンジフィールドによる
電界が一方向のみに形成されるため、液晶分子の動きを異にして発生される回位部分が最
外角に形成された開口部ｏｐ１に対応する部分には発生することなく、または、非常に微
弱だったりして、使用者（ユーザー）には感じられない程度である。それ以外の構成要素
は、第１実施例と同様であるため、説明を省略する。
【００７６】
　図１２は、第２実施例の変形例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表
示装置用アレイ基板の一つの画素領域の平面図である。
　画素領域内の開口部ｏｐ１、ｏｐ２の長軸の両一端に対しては画素電極２５５と重なる
ように、また、画素領域Ｐの最外角に位置する２個の開口部ｏｐ１の短軸の長側面の一端
に対してのみ画素電極２５５の外側に構成されるように形成する。これは、フリンジフィ
ールドスイッチングモードの液晶表示装置のモデルによって回位が発生する部分が開口部
ｏｐ１、ｏｐ２の長軸の短側面の少なくとも一端部分または最外角に位置した開口部ｏｐ
１の短軸の長側面の一端であるためである。
【００７７】
　尚、このような第２実施例及び第２実施例の変形例に対しても第１実施例の変形例のよ
うに、多数の開口部ｏｐ１、ｏｐ２は、データ配線２３０が延長する方向に相互に隣接す
る画素領域Ｐ間には、その長軸の両一端が相互に連結され表示領域全体に多数のストライ
プ状で形成される場合もある。
　図面には示してないが、前述した構成のアレイ基板は、ブラックマトリックスとカラー
フィルター層が形成されているカラーフィルター基板と、その間に液晶層が介された状態
で合着されフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置を構成する。
【００７８】
　以下に、構造的特徴の本発明の第１実施例によるフリンジフィールドスイッチングモー
ドの液晶表示装置用アレイ基板の製造方法を図５、図６、図７及び図８を参照して説明す
る。第２実施例及びその変形例の場合、その製造方法は、共通電極２７０内に形成される
開口部ｏｐ１、ｏｐ２の位置のみが異なるのであって、実質的に第１実施例と同様である
ため、第１実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置用アレイ
基板の製造方法のみを説明する。この時、説明の便宜上、各画素領域内に薄膜トランジス
タＴｒが形成される領域をスイッチング領域ＴｒＡで定義する。
【００７９】
　図７、図８及び図９に示したように、透明な絶縁基板１０１上に低抵抗特性の第１金属
物質、例えば、アルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、銅Ｃｕ、銅合金、クロム
Ｃｒ、モリブデンＭｏのうちから選択された物質を全面に蒸着して第１金属層(図示せず)
を形成して、これをフォトレジストの塗布、フォトマスクを利用した露光、露光されたフ
ォトレジストの現像、第１金属層(図示せず)のエッチング及びフォトレジストのストリッ
プ(strip)などの一連の単位工程を含むマスク工程を行って第１金属層(図示せず)をパタ
ーニングし、第１方向に延長する多数のゲート配線１０５と、スイッチング領域ＴｒＡに
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、ゲート配線１０５に連結されたゲート電極１０８を形成する。この時、ゲートパッド部
(図示せず)においては、ゲート配線１０５の一端に連結されて、ゲートパッド電極(図示
せず)を形成する。
【００８０】
　一方、図面では、ゲート配線１０５とゲート電極１０８は、単一層で形成するように示
されているが、二つの金属物質、例えば、アルミニウム合金ＡｌＮｄ及びモリブデンＭｏ
が各々下部層と上部層を構成する、二重層構造で形成することもできる。
【００８１】
　ゲート配線１０５及びゲート電極１０８上に無機絶縁物質、例えば、酸化シリコンＳｉ
Ｏ２または窒化シリコンＳｉＮＸを蒸着して基板１０１全面にゲート絶縁膜１１５を形成
する。次いで、ゲート絶縁膜１１５の上部で純粋非晶質シリコン層(図示せず)と不純物非
晶質シリコン層(図示せず)を形成し、不純物非晶質シリコン層(図示せず)上に第２金属物
質、例えば、アルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、モリブデンＭｏ、銅Ｃｕ、
銅合金のうちの一つを蒸着して第２金属層(図示せず)を形成する。次いで、第２金属層(
図示せず)上にフォトレジスト層(図示せず)を形成し、これをハーフトーン露光または回
折露光を行って現像することにより、相互に厚さが異なる第１及び第２フォトレジストパ
ターン(図示せず)を形成する。
【００８２】
　第１及び第２フォトレジストパターン(図示せず)の外部に露出される第２金属層(図示
せず)と、その下部の不純物及び純粋非晶質シリコン層(図示せず)をエッチングして除去
することにより、ゲート配線１０５と交差して、第２方向に延長して多数の画素領域Ｐを
定義する多数のデータ配線１３０を形成すると同時に、スイッチング領域ＴｒＡにおいて
は、連結された状態のソースドレインパターン(図示せず)と、その下部でオーミックコン
タクトパターン(図示せず)とアクティブ層１２０ａを形成する。この時、データパッド部
(図示せず)においては、データ配線１３０の一端に連結されるデートパッド電極(図示せ
ず)を形成する。
【００８３】
　薄い厚さの第２フォトレジストパターン(図示せず)を除去して、これによって新しく露
出されるソース・ドレインパターン(図示せず)の中央部と、その下部のオーミックコンタ
クトパターン(図示せず)をエッチングして除去することにより、相互に離隔するソース電
極１３３及びドレイン電極１３６を形成して、ソース電極１３３及びドレイン電極１３６
の下部でアクティブ層１２０ａを露出させるオーミックコンタクト層１２０ｂを形成する
。この時、スイッチング領域ＴｒＡに順に積層されたゲート電極１０８、ゲート絶縁膜１
１５、半導体層１２０、相互に離隔するソース電極１３３及びドレイン電極１３６は、薄
膜トランジスタＴｒを構成する。このような製造方法を行って、半導体層１２０とソース
電極１３３及びドレイン電極１３６が一つのマスク工程によって形成されることにより、
ソース電極１３３及びドレイン電極１３６と同一層に同一な物質で同一なマスク工程によ
って形成されるデータ配線１３０の下部にも、半導体層１２０を構成する同一な物質で二
重層構造の半導体パターン１２１(１２１ａ、１２１ｂ)が形成される。
【００８４】
　尚、変形例として、半導体層１２０とデータ配線１３０とソース電極１３３及びドレイ
ン電極１３６は、２回のマスク工程を行って形成されることもできる。すなわち、不純物
及び純粋非晶質シリコン層(図示せず)をパターニングしてスイッチング領域Ｔｒにアクテ
ィブ層１２０ａとその上部でオーミックコンタクトパターン(図示せず)を形成し、オーミ
ックコンタクトパターン(図示せず)の上部で第２金属層(図示せず)を形成する。
【００８５】
　次いで、第２金属層(図示せず)をマスク工程を行ってパターニングすることにより、デ
ータ配線１３０とソース電極１３３及びドレイン電極１３６を形成して、ソース電極１３
３及びドレイン電極１３６間に露出されたオーミックコンタクトパターン(図示せず)を除
去してアクティブ層１２０ａを露出させることにより、相互に離隔するオーミックコンタ
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クト層１２０ｂを形成することもできる。この時、データ配線の下部１３０には、二重層
構造の半導体パターン１２１は、形成されない。
【００８６】
　薄膜トランジスタＴｒとデータ配線１３０上に、全面に無機絶縁物質、例えば、酸化シ
リコンＳｉＯ２または窒化シリコンＳｉＮＸを蒸着したり、または有機絶縁物質、例えば
、ベンゾシクロブテンＢＣＢまたはフォトアクリル(photo acryl)を塗布したりして、第
１保護層１４０を形成し、これをパターニングすることによってドレイン電極１３６の一
部を露出させるドレインコンタクトホール１５０を形成する。また、他の変形例の場合、
第１保護層１４０は、省略される。
【００８７】
  ドレインコンタクトホール１５０を有する第１保護層１４０上に透明導電性物質、例え
ば、インジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯ
を蒸着し、これをマスク工程を行ってパターニングすることにより、ドレインコンタクト
ホール１５０を通じてドレイン電極１３６と接触して各画素領域Ｐに分離された板状の画
素電極１５５を形成する。一方、第１保護層１４０が省略された変形例の場合、ドレイン
電極１３６と直接接触するバー状の画素電極１５５がゲート絶縁膜１１５上に形成される
。
【００８８】
　画素電極１５５上に無機絶縁物質、例えば、酸化シリコンＳｉＯ２または窒化シリコン
ＳｉＮＸを蒸着したり、または有機絶縁物質、例えば、フォトアクリル(photo acryl)ま
たはベンゾシクロブテンＢＣＢを塗布したりして第２保護層１６０を形成する。
【００８９】
　次いで、第２保護層１６０を含み、その下部の第１保護層１４０とゲート絶縁膜１１５
を除去することによって、ゲートパッド部(図示せず)においては、ゲートパッド電極(図
示せず)を露出させるゲートパッドコンタクトホール(図示せず)を形成すると同時に、デ
ータパッド部(図示せず)においては、第２保護層１６０及び第１保護層１４０を除去する
ことによって、データパッド電極(図示せず)を露出させるデータパッドコンタクトホール
(図示せず)を形成する。
【００９０】
　ゲート及びデータパッドコンタクトホール(図示せず)が形成された第２保護層１６０上
に透明導電性物質、例えば、インジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージ
ンクーオキサイドＩＺＯを蒸着してこれをパターニングすることにより、表示領域全面に
板状の共通電極１７０を形成して、ゲート及びデータパッド部(図示せず)においては、ゲ
ートパッドコンタクトホール(図示せず)を通じてゲートパッド電極(図示せず)と接触する
ゲート補助パッド電極(図示せず)と、データパッドコンタクトホール(図示せず)を通じて
データパッド電極(図示せず)と接触するデータ補助パッド電極(図示せず)を形成する。
【００９１】
　この時、表示領域全面に形成された共通電極１７０は、パターニング時に、各画素領域
Ｐに対応して、第１実施例(図６参照)または第１実施例の変形例(図１０参照)、第２実施
例(図１１参照)と第２実施例の変形例(図１２参照)のような形態で、多数のバー状の開口
部ｏｐを有して形成することによって、本発明の第１実施例及び第１実施例の変形例と、
第２実施例及び第２実施例の変形例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶
表示装置用アレイ基板１０１を完成する。
【００９２】
［第３実施例］
　図１３は、本発明の実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装
置の平面図であって、図１４は、図１３をＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿って切断した部分の断面
図である。
【００９３】
　図１５は、図１３をＸＶ－ＸＶ線に沿って切断した部分の断面図である。説明の便宜上
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、多数の画素領域が形成された領域を表示領域として定義する。
【００９４】
　図１３に示したように、本発明の実施例によるフリンジフィールドスイッチングモード
の液晶表示装置３００は、第１基板３０１と第２基板(図示せず)、二つの基板(３０１、
図示せず)間に介された液晶層(図示せず)を含んで構成されている。
【００９５】
　アレイ基板３０１は、第１方向にゲート配線３０５を延長して構成されており、また、
第２方向に延長して、ゲート配線３０５と交差して画素領域Ｐを定義するデータ配線３３
０が構成されている。
【００９６】
　画素領域Ｐには、ゲート配線３０５及びデータ配線３３０に連結されて、ゲート電極３
０８と、ゲート絶縁膜(図示せず)と、純粋非晶質シリコンのアクティブ層(図示せず)と不
純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト層(図示せず)とで構成された半導体層(図示
せず)と、相互に離隔するソース電極３３３及びドレイン電極３３６を含む薄膜トランジ
スタＴｒが形成されている。この時、図面において、薄膜トランジスタＴｒは、一つの画
素領域Ｐの開口率をさらに向上させるためにゲート配線３０５上に形成して、ゲート配線
３０５自体をゲート電極３０８として構成する一例を示しているが、ゲート電極３０８は
、ゲート配線３０５から分岐して形成される。
【００９７】
　また、本発明の特徴的な部分として、画素領域Ｐの内側で板状の画素電極３５５が薄膜
トランジスタＴｒのドレイン電極３３６と接触して同時に前段のゲート配線３０５と一部
重なって形成されている。この時、板状の画素電極３５５と前段のゲート配線３０５との
重なる幅ｔ１は、望ましくは、ゲート配線３０５の幅ｔ２の５０％以下である。通常的に
、ゲート配線３０５の幅ｔ２は、８μｍないし１２μｍ程度であって、この場合、重なる
最大の幅ｔ１は、望ましくは、４μｍないし６μｍ程度である。
【００９８】
　このように、前段のゲート配線３０５と画素電極３５５が重なる幅ｔ１をゲート配線の
幅ｔ２の５０％以下に形成する理由は、相互に隣接する画素電極３０５間のカップルリン
グによる電界歪曲を防ぐためである。従来の場合、電界歪曲を防ぐために、各画素領域の
内側に位置させて画素電極を形成したが、シミュレーションの結果、画素電極３５５を前
段のゲート配線３０５と特定範囲内で重ねて形成しても、画素電極３５５とゲート配線３
０５が重なることによって生成された寄生容量または隣接する画素電極３５５間のカップ
ルリングによる電界歪曲現象は、殆ど発生しなくなる。これに基づいて、重なった幅ｔ１
がゲート配線の幅ｔ２の５０％以下になる特定範囲で重ねて形成する。
【００９９】
　また、多数の画素領域Ｐを含む表示領域全面には、各画素領域Ｐ内に形成された板状の
画素電極３５５に対応してバー状の多数の開口部ｏｐを有する共通電極３７０が形成され
ている。この時、共通電極３７０は、表示領域全面に形成されて、図１３には、説明の便
宜上、一つの画素領域Ｐに対して点線で、図面符号３７０で示している。
【０１００】
　画素領域Ｐ内に形成された板状の画素電極３５５に対応して形成されるバー状の多数の
開口部ｏｐの長軸の両一端は、各々ゲート配線３０５と重ねて形成されることを特徴とす
る。この場合、共通電極３７０内に形成されたバー状の多数の開口部ｏｐは、従来より画
素領域内でできるだけ長く形成されるため、透過率が向上する効果がある。
【０１０１】
　前述した板状の画素電極３５５とバー状の多数の開口部ｏｐの形態によってバー状の多
数の開口部ｏｐの一端で所定の幅の回位が発生するとしても、これは、不透明金属物質で
形成されるゲート配線３０５に対応しては、その下部から出射される光が通過しなくなり
光が透過されない領域になるため、自然に遮られる。
【０１０２】
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　図１６は、本発明の変形例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装
置の一つの画素領域の平面図である。(実施例３と同一な構成要素には、同一な図面符号
で示す。)
　図１６に示したように、表示領域全体に形成された共通電極３７０内に形成されたバー
状の多数の開口部ｏｐは、データ配線３３０の延長方向に隣接する画素領域Ｐの間には、
相互に連結された構造で形成される。すなわち、共通電極３７０内に形成されたバー状の
多数の開口部ｏｐは、表示領域全体において、画素領域Ｐの区分なしにストライプ状でデ
ータ配線３３０と並んで形成される。
【０１０３】
　この場合、本発明の変形例による構成においては、表示領域内の最外角に位置する画素
領域(図示せず)を除いては、開口部ｏｐの長軸の両一端が存在しない。これによって、最
外角の画素領域(図示せず)を除いた各画素領域Ｐの内部には、多数の各開口部ｏｐの長軸
の両端に短側面が存在しないので、両端の短側面がある場合に発生する電界が全く形成さ
れない。
　従って、この部分に位置する液晶分子(図示せず)は、開口部ｏｐの長側面による電界に
影響を受けるため、一定な方向に動いて正常に駆動する。
【０１０４】
　前述したように、従来でのような回位は発生されなくなり、または、回位発生領域がゲ
ート配線３０５に重なる部分に形成されたりするため、自然に回位発生部分がゲート配線
３０５に遮られ、開口率を向上させると同時に、透過率を向上させる。
【０１０５】
　一方、図１３を参照すると、バー状の多数の開口部ｏｐを含む共通電極３７０は、表示
領域全面に形成されて、薄膜トランジスタＴｒに対応する部分では、バー状の多数の開口
部ｏｐを形成したように、共通電極３７０の一部を除去するとしてもよい。これは、薄膜
トランジスタＴｒのゲート電極３０８と重なることによって、寄生キャパシターを構成す
る薄膜トランジスタＴｒのスイッチング動作に悪影響を与えるので、これを防ぐためであ
る。
【０１０６】
　このように、ゲート配線３０５、データ配線３３０、薄膜トランジスタＴｒ、画素電極
３５５、共通電極３７０などが形成されている第１基板３０１をアレイ基板とする。
【０１０７】
　尚、前述した構成の実施例及び変形例による第１基板３０１に対応して、各画素領域別
に赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂのカラーフィルターパターンが順に交互にカラーフィルター層
(図示せず)とデータ配線３３０と薄膜トランジスタＴｒに対応してブラックマトリックス
３８４を形成して、カラーフィルター層(図示せず)を覆って全面に形成されたオーバーコ
ート層(図示せず)を含む第２基板(図示せず)が構成されている。
　このように、カラーフィルター層、ブラックマトリックス３８４が形成されている第２
基板をカラーフィルター基板とする。
【０１０８】
　また、第１基板３０１と第２基板(図示せず)間には、液晶層(図示せず)を備えている。
この時、本発明のまた他の特徴的な構成のブラックマトリックス３８４は、従来の場合、
ゲート及びデータ配線と薄膜トランジスタに対応して各画素領域を取り囲むように形成さ
れるが、本発明の場合、ゲート配線３０５に対応する部分では省略され、データ配線３３
０と薄膜トランジスタＴｒに対応する部分でのみ形成されることによって、画素領域Ｐの
開口率を向上させる。
【０１０９】
　このように、本発明の実施例及び変形例において、ゲート配線３０５に対応してブラッ
クマトリックス３８４を形成しない理由は、画素電極３５５を前段のゲート配線３０５と
所定の幅重なって形成し、各画素領域Ｐ内でのバー状の多数の開口部ｏｐの両一端までゲ
ート配線と重なるように形成(図１３参照)するか、または、表示領域全体に対してストラ
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イプ状で連結されて形成(図１６参照)したりするので、各開口部ｏｐの長軸の両一端での
回位発生が最小化されたり、抑制されたりすることによって、ゲート配線３０５に対応し
てこれよりさらに広い幅の別途のブラックマトリックス３８４を形成しなくても、表示品
質には問題ない。
【０１１０】
　以下、図１４及び図１５を参照して、本発明の実施例によるフリンジフィールドスイッ
チングモードの液晶表示装置の断面構造を説明する。
　変形例の場合、開口部のゲート配線と重なる部分での断面構造のみが差であって、それ
以外の断面構造は、実施例と同一であるため、相違点がある部分を簡単に説明する。この
時、説明の便宜上、画素領域内に薄膜トランジスタが形成される領域をスイッチング領域
で定義する。
【０１１１】
　図１４及び図１５に示したように、本発明の実施例によるフリンジフィールドスイッチ
ングモードの液晶表示装置３００におけるアレイ基板は、透明な絶縁基板３０１上に低抵
抗特性の金属物質、例えば、アルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、銅Ｃｕ、銅
合金のうちから選択される一つの金属物質で、第１方向に延長するゲート配線３０５と、
これに連結されスイッチング領域ＴｒＡにゲート電極３０８が形成される。
【０１１２】
　一方、図面において、ゲート配線３０５とゲート電極３０８は、単一層構造の一例を示
しているが、二重層構造で形成される場合もある。二重層構造の場合、下部層は、低抵抗
金属物質であるアルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、銅Ｃｕ、銅合金のうちか
ら選択される一つの金属物質で構成されて、上部層は、モリブデンＭｏで構成される。
　また、ゲート配線３０５とゲート電極３０８上に、基板３０１全面に無機絶縁物質、例
えば、酸化シリコンＳｉＯ２または窒化シリコンＳｉＮＸで構成されるゲート絶縁膜３１
５が形成される。
【０１１３】
　ゲート絶縁膜３１５上にスイッチング領域ＴｒＡのゲート電極３０８に対応して、純粋
非晶質シリコンのアクティブ層３２０ａと不純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト
層３２０ｂを含む半導体層３２０が形成されており、半導体層３２０の上部に第２金属物
質、例えば、モリブデンＭｏ、クロムＣｒ、アルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮ
ｄ、銅Ｃｕ、銅合金のうちいずれかの一つの物質で構成されて、相互に離隔するソース電
極３３３及びドレイン電極３３６が形成されている。この時、相互に離隔するソース電極
３３３及びドレイン電極３３６間にアクティブ層３２０ａが露出されており、スイッチン
グ領域ＴｒＡに順に積層されたゲート電極３０８とゲート絶縁膜３１５と半導体層３２０
とソース電極３３３及びドレイン電極３３６は、薄膜トランジスタＴｒを構成する。
【０１１４】
　また、ゲート絶縁膜３１５の上部には、ゲート配線３０５と交差して画素領域Ｐを定義
するデータ配線３３０が第２方向に延長して形成されている。この時、薄膜トランジスタ
Ｔｒのソース電極３３３は、データ配線３３０に連結されて、データ配線３３０とソース
電極３３３及びドレイン電極３３６も二重層構造で構成されている。
【０１１５】
　また、データ配線３３０とゲート絶縁膜３１５の間には、半導体層３２０を構成する同
一な半導体物質で、第１パターン３２１ａと第２パターン３２１ｂの二重層構造の半導体
パターン３２１がさらに形成されている。このような半導体パターン３２１は、アレイ基
板３０１の製造方法に基づいており、データ配線３３０の下部に形成されたりまたは省略
されたりする。すなわち、半導体層３２０と、データ配線３３０とソース電極３３３及び
ドレイン電極３３６を１回のマスク工程によって同時に形成する場合は、データ配線３３
０の下部に二重層構造の半導体パターン３２１が形成されて、半導体層３２０と、データ
配線３３０とソース電極３３３及びドレイン電極３３６を相互に異なるマスク工程、すな
わち、２回のマスク工程によって各々形成する場合は、データ配線３３０の下部に半導体
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パターン３２１が形成されない。
【０１１６】
　尚、各画素領域Ｐ内には、ゲート絶縁膜３１５上に透明導電性物質、例えば、インジウ
ムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯで構成されて
、ドレイン電極３３６と直接接触して板状の画素電極３５５が前段のゲート配線３０５と
所定の幅重なって形成されている。この時、画素電極３５５と前段のゲート配線３０５が
重なる幅は、望ましくは、ゲート配線の幅の５０％以下である。
【０１１７】
　また、データ配線３３０と薄膜トランジスタＴｒ上に無機絶縁物質、例えば、酸化シリ
コンＳｉＯ２または窒化シリコンＳｉＮＸのうちから選択される一つまたは有機絶縁物質
、例えば、ベンゾシクロブテンＢＣＢまたはフォトアクリルで構成される保護層１６０が
全面に形成されている。図面においては、無機絶縁物質で形成されその下部の構成要素の
段差を反映して形成された状態を示しているが、有機絶縁物質で形成される場合、その表
面が平坦な状態になる。
【０１１８】
　保護層３６０上に、画素領域Ｐで構成された表示領域全面に透明導電性物質、例えば、
インジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯで構
成される板状の共通電極３７０が形成されている。この時、共通電極３７０は、各画素領
域Ｐに形成された各画素電極３５５に対してバー状の多数の開口部ｏｐがデータ配線３３
０と並んで形成されている。図面においては、各画素領域Ｐに共通電極３７０内にバー状
の多数の開口部ｏｐが相互に一定な間隔に離隔して３個(図１４参照)構成されるように示
しているが、効率的なフリンジフィールド形成のため、各画素領域Ｐに対応する開口部ｏ
ｐは、２個ないし１０個程度の範囲内で適当な個数で形成されるものとすればよい。
【０１１９】
　尚、図１４において、板状の共通電極３７０は、保護層３６０上に各画素領域Ｐ内の薄
膜トランジスタＴｒを覆ってバー状の多数の開口部ｏｐを有するように示しているが、そ
の変形例として、薄膜トランジスタＴｒに対応する部分では除去されて保護層３６０を露
出して形成されるものとしてもよい。
【０１２０】
　前述した構成の第１基板３０１に対応して、これと離隔して位置する第２基板３８１に
おいては、その内側面にアレイ基板３０１のデータ配線３３０と薄膜トランジスタＴｒに
対応してブラックマトリックス３８４が形成されている。また、ブラックマトリックス３
８４を覆い、各画素領域Ｐに対応して赤色、緑色、青色のカラーフィルターパターン(３
８６ａ、３８６ｂ、図示せず)が順に交互にカラーフィルター層３８６を形成しており、
カラーフィルター層３８６を覆い、透明な有機絶縁物質で全面にその表面が平坦なオーバ
ーコート層３８８が形成されている。この時、オーバーコート層３８８が省略される場合
もある。
【０１２１】
　また、前述した構成の第１基板３０１と第２基板３８１との間の離隔領域には、液晶層
３９１が介され本発明によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置３０
０を構成する。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】一般的な横電界型の液晶表示装置の一部を概略的に示した断面図である。
【図２Ａ】一般的な横電界型の液晶表示装置のオン(on)動作を示した断面図である。
【図２Ｂ】一般的な横電界型の液晶表示装置のオフ(off)動作を示した断面図である。
【図３】従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置のアレイ基板の平
面図である。
【図４】従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に回位の発生を示
した写真である。
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【図５】従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置の平面図である。
【図６】本発明の第１実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装
置用アレイ基板の平面図である。
【図７】図６をＶＩ－ＶＩ線に沿って切断した部分の断面図である。
【図８】図６をＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って切断した部分の断面図である。
【図９】図６をＶＩＩＩ-ＶＩＩＩ線に沿って切断した部分の断面図である。
【図１０】本発明の第１実施例の変形例によるフリンジフィールドスイッチングモードの
液晶表示装置用アレイ基板の平面図である。
【図１１】本発明の第２実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示
装置用アレイ基板の平面図である。
【図１２】本発明の第２実施例の変形例によるフリンジフィールドスイッチングモードの
液晶表示装置用アレイ基板の平面図である。
【図１３】本発明の第３実施例によるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示
装置の平面図である。
【図１４】図１３をＸＩＶ-ＸＩＶ線に沿って切断した部分の断面図である。
【図１５】図１３をＸＶ-ＸＶ線に沿って切断した部分の断面図である。
【図１６】本発明の第３実施例の変形例によるフリンジフィールドスイッチングモードの
液晶表示装置の平面図である。
【符号の説明】
【０１２３】
１０１： 基板
１０５：ゲート配線
１０８： ゲート電極
１３０：データ配線
１３３：ソース電極
１３６：ドレイン電極
１５０：ドレインコンタクトホール
１５５：画素電極
１７０：共通電極
Ｐ：画素領域
ｏｐ：開口部
Ｔｒ：薄膜トランジスタ
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